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有機半導体のバルクの伝導は、Poole-Frenkel 型の伝導特性[  EJ exp ]を示すことが知られ

ている[1]。そのメカニズムについて今までに多くの提案がなされてきたが、未だに統一的な見解

は得られていない[2]。我々はランダム抵抗ネットワークの伝導特性を、Miller-Abraham のホッピ

ング伝導[3]を用いて数値計算し、その伝導特性をパーコレーション理論に基づいて解析した。 

図 1 は数値計算によって求めた 2 次元ランダム抵抗ネットワークの伝導特性を示している。サ

イトの密度は 1014 cm-2、局在状態のボーア半径は 2/3 nm、局在状態の状態密度は–0.2 eV から 0.2 eV

まで一様に分布しているとした。この図から J/E が  Eexp に比例する電界領域があることがわ

かる。このような特性が得られる理由として、1)サイト間の電流が電圧によって非線形的に大き

く変化すること、2)電界によってパーコレーションパスが変化することが重要であることが指摘

されている[4]。我々は系全体の電流に対して支配的なサイト間の電流に注目し、その電流が電圧

によって非線形的に大きく変化することを確認した（図 2）。また、閾値電流を定めてパーコレー

ションパスを可視化することによって、電界によるパーコレーションパスの変化についても確認

した。 
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図 1 数値計算によって得られた 2 次元ランダム
抵抗ネットワークの伝導特性。 

図 2 系全体の電流に対して支配的なサイ
ト間電流の電界依存性。 
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